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Modificacao de filmes finos de Au induzida por irradiacao com elétrons

Aluna: Franciele S. Mendes de Oliveira

Introducao e metodologia

A irradiacao com feixe de elétrons e ions pode ser utilizada
para a sintese de nanoestruturas com potencial aplicacao tec-
nologica [1]. Filmes finos s&o instaveis devido a elevada razao
areal/volume (4 / V), e, quando irradiados, apresentam mudan-
cas microestruturais. Se a energia transferida pelos elétrons for
maior que a energia de deslocamento do material (£,;), podem
ocorrer deslocamentos atdomicos. Neste trabalho, a variacao da
relacao 4/ V dos filmes submetidos a irradiacao foi estimada e
utilizada para determinar a energia de superficie (y) e E, dos a-
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Fig.1 - Metodologia utilizada para confecgcao das amostras.

Resultados e Conclusoes

Na Fig. 2 consta a medida de micro-RBS com a densidade a-
real de cada elemento. Os elétrons causaram deslocamentos a-
tdbmicos na superficie do filme de Au, que apresentou aglomera-
cao no sentido de minimizar a relacao 4/ V, Fig. 3.
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Fig. 2 - Espectro de micro-RBS da amos- "M :

tra com filme de ouro de 6 nm. A intensi- Flg 3 - Micrografias TEM (a-d)
dade dos sinais de retroespalhamento do modificagao microestrutural em funcéo
N, O, Si e Au determinam as densidades da fluéncia de irradiacéo , ¢. Em (d) A-
areais usadas para estimar a espessura rea projetada, 4, e perimetro, p, do fil-
do filme, A. me de Au.
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A Fig. 4 apresenta os valores de area projetada e perimetro
em funcao de ¢ com respectivas curvas de ajuste utilizadas em
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Fig. 4 - Medidas de (a) perimetro; e (b) area projetada.
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Onde, Q € o volume atémico, j € a densidade de corrente do
feixe, h € a espessura, e € a carga fundamental, v é a densidade
de superficie, ¢ € a distancia de salto atbmico, N- € 0 numero

de coordenacao, e o, € a secao de choque de deslocamento
atdmico do Au.

A partir do ajuste de minimos erros quadraticos (RMSE) entre
Jop © Jio [2], fOI possivel calcular a energia de deslocamento (£,
= 0,94 eV) e a energia de superficie (y = 1,22 J m™) do Au, co-
mo € exibido na Fig. 6.
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Fig. 6 - (a) Resultados do ajuste de minimos erros quadraticos mostrando a conver-
géncia de E, e y para uma solugao unica; (b) Valores de J,,, € J.,.
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